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Transistor Olcu Aleti

Bu yazida transistorlarin ve yan lletken dI-
y otlarin gesitli Ulkiilerinde kullanilan basit bir
Olcli aleti anlatilacaktir, W

Tnuulitanm bocuk olup olmadigin1 anlamak
Igin herksin bildigi met od, ommetre lie transis-
torun uclin -otumdakl direngten <lej el .
Nomniifll bir tranatjtonJa bu direngler sifjr delil-
dir. Bor-cmctar arasi ve bar. - kDILekISr aras:
direncler, geg¢irme yo6niinde birkac ylhr. ora racr-
lehmi Indedir. Ayrica. "hu direngler yone giire de-
(fI"Ir. Efer transistor bozuksa bu direni;ler si-
rir. nlur, Efer bozukluk irtinsistar igindeki Elek-
n-Ki uglarindan birinin kopmasindan ileri geli-
yorsa omaitire sonsna gosterir, Bt1i metodun cu
bliyiik mahzuru transistoru tehlikeye snkmnai-
dir. TranHIilur direncini iilgniek Igin Ommetriemn
transistordan gegirdigi akim, transistoru hnrnl|j
edecek mertebede olabilir.  Bu. yUKden ktlciik
transistorlar1 mmetne Hc muayene etmek cok
nam an inali turlu dur,

Transistora zarar vermeden Ol¢ii yapmanin
en buait yolu Sekil. 1 decTiistcrilmektedlr, Burada
iTanpilitorun koikjkttlrii Jla emetoérd ve bara ile
cinctliirii arasina sekilde gosterilen yiindi fifarf-
limler tatbik edilmistir.
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K anajriftrmi1 kanatmadan avvel emetor dev-
resindeki luliliumpermelre t; o i; kiigiik bir okun
tmo-200 ~. Ah gosterir. Bunu koilekUir kesini
aktim denir. Bu akim, V* geriliminin german-
yum veya silikon direncinin bir funkiiiycminlur.
Bu «kimin miimkiin oldugu kadar kiiciik olma-
y1 istunir. Oermunyum vy ti/.t1 1dek i bir kirlenme
veya kisa devre, Olcii aletinde biiyiik bir Wpnm
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ile bctll olacaktir. Tniiiaiatnrun kazancint kunt-
rol i¢in K anahtart kapatilir va bn*-emetor
arasina bir gerilim tatbik edilir. Bu devredeki II
direnci o seklide secilmelidir J1 bu-emeliir dev-
resinden gegen baz. akimi transistorun miisaade
edilebilen haz akimini almamalidir, Baz n kiminin
dafarine gore einetiir akimi devsir. Baz .iknnini
deristirmek istiyorsak R direncini ayarli seceriz.
&UOUk transistorlarda baz akimi 100 mikrunm-
perl gecmemelidir). Normal bir trartsistoi-da baz
akimim artirdikga kil tek tiir akimi1 da buna. bag-
I1 olarak artar. (5-Et mlliampere kadar) R di-
rencinin lierlinngl bir dejjurinde, trans; isterlin
kolkiktor aidim bas akimina oranlanirsa yakla-
sik [jlarnk beta akim kazanci bulunur. Beta ek-
E-erlyu 2(1 - 100 kadardir. Netice olarak h&ii akirat
sifir Iken kollektér akuta quk biiyiikse ve baz
stkimindan itibaren artirildikca koltekior akimin-
da artma, olmazsa muayene edilen transistor bo-
zuk demektir- Ayni muayeneyi tek bir batarya
kullanarak da yapabiliriz. Bunun devresi Sekil.
2 da E-fhilitiyor. Buruda da nym sekilde liczuldtik

t sekli - 2}

muayenesi yapilabilir. Fakat biiytik direncli R.
potunBiyometresl liollektér tarafinda buiunma-i
Iithr. Kiigiik Jlrengli Ol¢ii aletine {20 50
ulim) parnlul gelen bilyik direngli (2§ kildubm)
potanslyoinctrc {liilye tesir etmez. Bu devrenin
bir uvantrtji dlyntlann da muayene edlli-bilmu-
ilLdir. Bir diyutlu muayene edebiiick itin kato-
du n, i-1 i ucuna, nbtirilde D, (—) ucuna bag-
lanir- Ol¢li aletindeki sapma. li|, potanslyfiniel-
resi llu tam sapmaya ayarlanir. (Yalniz bu akim
diyodun maksimum akimini ge¢memelidir). Po-
tnnstylime trenin ~ koutmu degismedeu diyodun
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uglar aksedilir, iilgli ale Undeki Bap ma kayde-
dilir. Hu tapinn ¢ok kUgiik olanagindan, fiillliani-
ptrinetre ile okunacak mertebede delildir. MIl-
ampernietrcye seri bir mlkroninpemieTre hnftli-
y arali LUTH ul I m duha lumsas uhirtk Utvii lehli Ir.
fkinci .c+Ifllllam lan1 farimaya oranina diyodun
gecirme olani denir. Bir kiisiitl dtyut Ighn 1/&0
geclrtUM oram iyi sayilabilir. Mr'lailk 1-edn'uEh--
ler igin ISA 1/20 gecirme oram lyidir.

Transistorun sizin U kazan¢g oram da bu-dev-
rc ile tligiilehliir. Bu «igme igin 100 mJkro am-
per kadar bir bas akimi gegirilir ye kolleklor
akimi potttnetj'ometri ite ayarlanarak fllgii aleti
sonuna Itadar saptirilir. Efer sonuna kadar sap-
miyorsa maksimum sapina kaydedilir. Sonra K
nnaiitarj agildigi zaman (I, =0) o6l¢li ntetlndeki
kiiciik sapma okunur. tklnei sapmanin birinci
Kapmaya uranimi sizinti-kazan¢ oram denir TD»
ylizde olarak ifade erliUr. Ornegin; kazanc du-
rumunda 1 mlllampere -LE* *hnle bas: akimi si-
fir yapildiginda 10 mlkronuipert> Inmise sizinti

10.10-"
oram——— = & | dJr. Bu oranin M* olmasi

) 1.1tM
Islenir,

Buraya kadar yalnu P - N - p tipi tranaistor-
larin Olgiilmesini isali ettik. N-P-N Ltpi Iran-
ala torlar» Olgiilmesi dV aynidir, ynlnji tatbik edi-
len gerilim yonleri twmtlr, (Sekil. 3>. N-P-N
llpl transistorlar nadiren kullanilirlar. Fakat
tranalstor Ulil aletiyle N -P-N Lipinl de &lge-
bilmek [gin ¢ekil U deki duvryyc hir enveraiir
ilave etmek Kkafidir.
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Eazdan gecen akimi aynen bir Ulell aleti
koynindan AH i m ak I¢ En. baz dircnelnl Mr koniti-
tattirle degistirerek baz akimim kademi'!! uliimk
gesitli demirlere nynrlayabUlIriE, Bu suretle bas
nkunrnu1 devrini komiitatiir lieerindo okumak
mimkiindiir. Bu Igq] y<iparken transistorun basi
fte emHiirii arasindaki dirYhel ihmal otmls olu-
yoruz. Baz devresine konulan direngler klto otit'-
lar mertebesinde. transistorun hoz-ometdr di-
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renci I3c birkag ydz em oldugundan bu [hmali
ylpablllrz.

Transistorun karakteristiklerini ¢ikarmak Is-
in-rsek kaynak fturrtimJ»i de duftifflirmek lenlm-
iter. Kaymik gerillada) degistirmeden de yak-
lastk (durak karakteristik ¢ikarilabilir, Sekli.
-Id." gortUdlljtu gibi SttbU bir ta* akinimda kot-
Ioktiir - ciui'Kjf oram gmiHmlt1 ttaglgimijfll ir> knt-
li-ktSr »kniimi pek U'nir etme mu llindir.

Transistorlumi ini Uzcllliftinden fa“dalnnarnk
potanalyoimetrenln maksimum konunwadn® I,
bas akimina 20, JQ mU"roampcr gibi degerter
vererek A, B, C. P nuktnlnnai bulabilirle- 13»
nokLalardan yatay e]wne paraleller ¢izilerek
yaklagik knrekterislik bulunur. Fnknt bu karak-
ti/ristikler f'scisindu j-atny eku?ne tani [inrulel
ttogUdlr. Daiw Iyi bir kanikt”rlstlk ¢ikarinnk igin
kollekliir-enietlir K"ll'niinl yani btilm di-vrL-dc
kaynak “nriiluliii (ndIlampermetre direnci c¢ok
kiiciik uldufundan M> jiolnnalyuinetrv di s<™n ko-
numunda aldufiuiidiih v,> = VCIJ kabul edlle”
bllir>. deg-J*tlrniek IciibedLT. Kaynak gerilimini
degtilLh-Miu isi gerilimi baUfoU Us ynpilaliliir.
CkirlUmn 1)(Hiicti k*“deniell olarak ynpiUtsn, ve kay-
nak g-ari ti minin sn ninnin clegigmcdlgl kabul edi-
lirse V., kuUeltlOr- emrlor iferiliminl  GJ(;mek
icin ayrica bir voltmetreye I Uzum yoktur. BCy-
leec karnktfiigtikler tani oiurnlc ¢ikarnliibilir.
Bu 1::Liln g[diJ3ma nolttnamin ¢ti¢ hip”rbolU di-
-+inn UlLkmnmu-Hiull. dikkat etmelidir. Aksi halde
tranaistor rmduea 1sinarak harap alabilir, Ciin-
kii tttnblllzaiiyon sag:lanimg delildir. BUliin hu
nnlalilahbir St*1tU. S deki gemun Uzerine nktunl-

untir. Bu semada \\, ... .. - R- fllroagltrl baz
akimini  tdyin eder. Etdekl imkanlara gore
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bu kademe sayisi artirilabilir. Daha Onceki se-
killerde bulunan K anahtar1 yerine burada ko-
mitatori bir konumu kullanilmistir. Emetor -
kollektor geriliminin ayari igin de R, ... .. . R,

direncleri gerilim boliicii olarak kullanilmistir.

ARAA

(Sekil:  S)

N -P- N tipi transistoru &l¢*nek Igin kaynak
uclarin1 aksedecek bir enversor kullanilmistir.
Devreden gececek akim da ters olacagindan Ol-
¢ui aleti ucglarin1 da aksetmek gerekir. Her iki
enversor beraber calistigi takdirde pratik zor-
luklar halledilir. Yalniz D, ve D, diyot uglarinin
enversorin NPN durumunda aksedildigini goz-
Oniine almak icabeder. Bu ylizden diyot 6lgme-
lerini enversoriin PNP konumunda yapilmasi uy-
gundur.

Partik tavsiyeler :

Transistorun karakteristigi c¢ikarmak lizum-
lu degilse ve sadece kiiciik giiclii transistorlarin
ve diyotlarin bozuk olup olmadigr bilinmek is-
teniyorsa Sekil. 5 deki devre liizumsuzdur. Ko-
miitatorler ve enversOrler kaldirilabilir. Bu su-
retle oOfcii aleti kiiciilmiis ve ucuzlamis olur.
(Sekil. 6) Bu devrede tavsiye edilen degerler
sunlardir :

Vg = 8V
R = 80K
Rp = 20K
Olglt aleti: 5SmA

NPN « Sizinde

5 ] Kazons

Kozang

L
Szt

(gekil : 8)

Transistorun baglantilar1 Igin bir transistor
soketi uygundur. Bu aletten ommetre olarak da
faydalanmak icin Ol¢ii aletinde ayrica ommetre
skaias1 yapilabilir ve D, D,, uclart ommetre gi-
risi olarak kullanilir, Ol¢t aleti c¢esitli direng-
lerle sontlenerek cesitli ommetre ve ampermetre
kademeleri elde edilebilir.

Profesyoneller icin Sekil. 6 daki oOl¢ii aleti
yetersiz oldugu takdirde Sekil. 5 deki Olgii aletini
kullanmak Icabeder. Devre elemanlarinin degeri
kullanma sekline gore degisirse de asagidaki de-
gerler uygundur. Biiyik V. gerilimlerine ka-
dar Ol¢li yapilacaksa ikinci tavsiye de verilen
degerler kullanilmalidir.

1. Tavsiye 2. Tavsiye
Ve 150K 18V
Rp 20K 10K
R1 (20, A) 450K 900 K
RZ (40, A) 225 K 450 K
R3 (680, A) - 150K 300 K
R (80, A) T 112K 225 K
RS (100, &) 20 K 180 K
R6 (120 4 A) K 150K
RT (1mA) 9K 18K
RS (2mA) ' 45K 9K
R9, R10, Ri1, R12 10K 20K

0C26, OC30 gibi biiyiik gliclii transistorlari
da Olgmek icin baz akimina 10, 20, 30...100mA
lik kademeler de ilave etmek icabeder. Transis-
toru soketine takmadan Once baz akimi en kii¢iik
kademesinde bulunmalidir. OC44, OC45 gibi ki
¢tk transistorlarda baz akimint 120 *.A den yu-
kar1 ¢ikarmamaya dikkat etmelidir. Ayrica, ki-
clik giicli transistorlarda kollektor akimi bii-
yik olacagindan o6lcii aletinin gOntliyerek bir-
ka¢ kademeli yapmak icabeder. (6rnegin OC26
icin 100mA baz akiminda 3A'e yakin kollektor
akimi gegecektir. Bu Olgmeyi yaparken transis-
toru sogutmayi unutmamalidir.)

Olgmeyi pratik hale getirmek ve transistoru
kullanilir veya kullanilmaz sekilde ayirmak igin
baz akimi, emetOr - kollektor gerilimi ayar ka-.
demeleri numaratorlic olarak yapilabilir. Her
transistora bir say1r tekabill ettirilerek baz aki-
mi1 ve VCE gerilimi bu numaraya gore ayar-
lanir ve Olgii aletindeki sapma transistorun iyi
veya koti olusu hakkinda fikir verir.

Sekil 5'deki devre ile de, gesitli ilaveler ya-
pilarak akim, gerilim ve diren¢ Ol¢mek kabil-
dir.
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